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Név:

Neptun:

1. Ismertesse a foldelt bazisu alapkapcsolast,

a. aramkori rajz egytelepes munkapont bedllitassalagitiv bemeneti és
kimeneti csatolassal,

b. a fokozat valté aramu, de még nemlinearis helg#it&épe,

c. kisjel, linearis, frekvencia fuggetlen, haromparaméténégypolusu)
helyettesii kép,

d. a kisjel, lineéris ebsito6 modell paraméterei ndit, hogyan figgnek?
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2. C
A miveleti ebsits idealis. I
R1= R2=R3=R4=10 kohm. L —
C =10 nF Ry R,

- e Ve Ve V4 r:
a) Mennyi az W/Uy feszliltség disités egyenaramon? Rs
+
b) Ug/Upds)=? Ue |,
g R
c) Rajzolja fel az amplitudé és fazis Bode diagrarym
szamszéen adja meg a torésponti és aszimptotikus értékeket
d) Hany decibel WU, abszolut értéke=1Mrad/s frekvencian?
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3.
Tranzisztorok:
UBEO =600 mV, LFln =05V , B=o

T:

U =10V, R =8,8 kohm, R=10kohm o
Ube \ T2

. : e, L R:
a) Mekkora a Ttranzisztor munkaponti emitterarama? ? T
Ut
b) Mekkora a T2 tranzisztor kollektoranakJymunkaponti potencialja?

c) Mekkora a T2 tranzisztor atlagos disszipacifedegmeénye, ha az/4J +0,5 V
amplitadoja, 50% kitoltési tenyépi négyszog jel?

d) Mekkora a T2 tranzisztor atlagos disszipacigesgmenye, ha azJ 0,5V
amplitadoja, szinuszos jel?

Megoldas:
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a) lgg = : R BEOZlO 12
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b) Ucy =U, = IR, =10-110= 0V

c) T2 tranzisztor disszipacios teljesitménye:

Pt uCE t ic t)=
(Uceo + Auce(t)1 o + A (t)) =
CEOI Co + l COAUCE (t) + U CEOAi c (t) + AUCE (t)AI c (t) =

CEOI Cco +1 COAUCE (t) + UCEOAi c (t) + AuCE (t)AI c (t)
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Egyenaramon: |, =1z, =1ImA, Uy, =2U,-1,(R,+R,)=20-18,8=1.2V

. N\ , , .
Valtéaramon: Auc(t) =u, (), Ai (t)=- Y ( ) , melyek atlaga a c.) és d.) esetben is nulla.

R,

Pr = Uceolco +lcoAUce (t)"' UcgoAl c(t) + AU(:E(J[)Aic(t) =

c)  u(t)=0.5 négyszog: E
| =12+0+0- uké(t):l.z—%S: 1175mwW

2
d)  ug)=0.5sin(t) P =12+0+ o—”kiT(t) ~12 —%%’ ~ 1.1875mW
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4.

T, ncsatornasVIOSFET,
T, pcsatornasMOSFET,

lpos =1MA, S, = IMS
l oo, =1MA, S, = IMS
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U, =12V, R =R,=6kQ, R,=R,=12kQ,
Ube
a) Ukil ) Rkil — ha C=00
U
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Uki2 — —_ —
b) =? R, =? ha C=w
U
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Ukil — — —
c) =? R, =? ha C=0
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be
Uki2 — — —
d) =? R, =? ha C=0
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Megoldas
a) Uu _| _R|_ R |_SRSR, _ 112112 _ 2057
U, 1 i+R3 1+S,R, 1+16
SA S
Ri = R, =12kohm
b) U _|_R| R |__SRSR __11216__, .o
Ube EN RNy 1+S,R, 1+16
SAS
R, = Ry % i =6x1= 0857kohm
© Uu_|_ R |_ R |_ SRSR,  _112112_
Ue i+R.I. i+R3 ((1+ SlRl))(1+ Sst) (1+ 1-6)2
S, S,
Ri; = R, =12kohm
d) Ye_|__R R |_ SRS,R,  _ 11216
U | L, lir| @*SR)I+SR) (+16)
S, S,
1
Rz =

R, Xg =6x1= 0857kohm
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o Uy T n-p-n tranzisztor:
Ugeo=0,6 V, B=[3,=99

T, p-n-p tranzisztor:
g Uego= 0,6 V,B=[B5 - o lgp2=2 MA

Ui=15V; R=5kQ; R=7,25IQ; R =10k
a.) R=? , hado:=2 mA
b.) ui/ e=?ha R=14,3KQ; lgpp=1MA C-w
C)Re=?haR=143K2; lgs;=1mMA C-w
d) Ui/ we=?haR=143K2; Ilgz=1mA C=0

Megoldas:
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a.) Munkapont: 40, U, =R —2-+Ug, +R Iyl —» R, = 1 =7,1kohm
1+B, | o1
oy p, oY 26V oo U 2V o
oy 1IMA leo,  2MA

R, = (1+8)(r,, + R)=1000(143+ 0026) = 143 MQ
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